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Resumo 

As portas lógicas XOR implementam a função lógica OU Exclusivo. Elas são unidades fundamentais em diversos circuitos eletrônicos como somadores, comparadores, verificadores de paridade, entre outros. O projeto otimizado de uma porta XOR, reflete em circuitos com melhor desempenho. Existem diversos circuitos que implementam a porta XOR em tecnologia CMOS. Eles diferem no arranjo interno dos transistores, apresentando características elétricas distintas. Este trabalho tem por objetivo avaliar as características elétricas destes diferentes arranjos de transistores que implementam a porta lógica XOR, projetados em uma tecnologia CMOS nanométrica preditiva. Serão avaliados dados de atrasos, consumo de potência, capacidade de condução e área. Foram realizadas simulações elétricas com a tecnologia preditiva de 45 nm. São avaliadas seis diferentes propostas de portas XOR. Para a caracterização elétrica, são consideradas diferentes variações de tempo de transição do sinal de entrada (inslope) e da capacitância de saída. São avaliados sete valores entre 3 e 150 ps para o inslope, e sete valores entre 0,4 e 10fF para a capacitância. Essas condições de contorno geram 49 diferentes configurações para cada uma das seis portas lógicas XOR, totalizando 294 simulações elétricas. Para todas as simulações, os sinais de entrada passam por dois inversores, fazendo com que os sinais reflitam condições reais de operação. Estas simulações fornecem resultados de atraso e consumo de potência. A análise dos leiautes permitirá a comparação da área de cada circuito. As conclusões obtidas permitirão determinar as diferenças entre os circuitos estudados, indicando qual circuito se adapta melhor as restrições de cada projeto.
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